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© Halbleiteruntersuchungssytem zur Untersuchung einer integrierten Halbleiterschaltungsvorrichtung und 

Halbleiteruntersuchungsverfahren unter Verwendung des Halbleiteruntersuchungssystems 
@ Eine zu untersuchende Vorrichtung (50) ist auf einer 

Seite einer Sockelplatine (30) angebracht. Auf der ande- 

ren Oberflache der Sockelplatine (30) ist eine Hilfsunter- 

suchungsvorrichtung (200) zum Einstellen der Zeitge- 

bung der von einer Halbleiteruntersuchungsvorrichtung 

(1) gesendeten Schreibsignale angebracht. Die Eingabe/ 

Ausgabe-Anschlufcstifte (E/A-AnschluGstifte) (201) der 

Hilfsuntersuchungsvorrichtung (200) sind uber Durch- 

gangsbohrungen (33) in der Sockelplatine (30) eineindeu- 

tig mit den entsprechenden E/A-Anschluftstiften (51) der 

untersuchten Vorrichtung (50) verbunden. Somit kann 

dieses Halbleiteruntersuchungsverfahren die Verzoge- 

rungsdifferenz zwischen mehreren von der Halbleiterun- 

tersuchungsvorrichtung (1) ausgegebenen Signalen 
■ leicht unterdrucken. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft das Gebiet der Halbleiterun- 
tersuchungsverfahren zur Untersuchung einer integrierten 
Halbleiterschaltungsvorrichtung und insbesondere ein Halb- 
leiteruntersuchungsverf ahren unter Verwendung einer Halb- 
leiteruntersuchungsvorrichtung . 

[0002] Integrierte Halbleiterschaltungsvorrichtungen wer- 
den vor dem Versand einem Bewertungstest unter Verwen- 
dung einer Halbleiteruntersuchungsvorrichtung unterwor- 
fen, so daB lediglich die fehlerfreien Produkte versandt wer- 
den. 

[0003] Fig, 1 6 ist ein Blockschaltplan der schernatischen 
Konstruktion einer Halbleiteruntersuchungsvorrichtung. 
[0004] Mit Bezug auf Fig. 16 enthalt die Halbleiterunter- 
suchungsvorrichtung 1 einen Hauptkorper 10 und eine Uni- 
versalplatine 20. 

[0005] Die Universalplatine 20 ist iiber die Verbinder 70 
mit dem Hauptkorper 10 verbunden. Die Universalplatine 
20 ist zur SignaLubertragung zwischen dem Hauptkorper 10 
und einer zu untersuchenden integrierten Halbleiterschal- 
tungsvorrichtung 50 angebracht. 

[0006] Jede AnschluBflache 31 einer Sockelplatine 30 ist 
iiber ein Koaxialkabel 60 mit einer Universalplatine 20 ver- 
bunden. Die Universalplatine 20 und die Sockelplatine 30 
werden gemaB dem Typ der zu untersuchenden integrierten 
Halbleiterschaltungsvorrichtung 50 ersetzt. 
[0007] Die (im folgenden gelegentlich als untersuchte 
Vorrichtung 50 bezeichnete) zu untersuchende integrierte 
Halbleiterschaltungsvorrichtung 50 ist iiber einen IC-Sockel 
(Sockel fiir integrierte Schaltungen) 40 mit der Sockelpla- 
tine 30 verbunden. Der IC-Sockel 40 verbindet elektrisch 
die Eingabe/Ausgabe-AnschluBstifte (E/A-AnschluBstifte) 
der untersuchten Vorrichtung 50 mit den AnschluBflachen 
31. . 

[0008] Die Halbleiteruntersuchungsvorrichtung 1 sendet 
mehrere Testmustersignale als Schreibsignale an die unter- 
suchte Vorrichtung 50. Die untersuchte Vorrichtung 50 gibt 
gemaB den Schreibsignalen Lesesignale aus. Der Hauptkor- 
per 10 empfangt die Lesesignale von der untersuchten Vor- 
richtung 50 und bestimrnt, ob die untersuchte Vorrichtung 
50 fehlerhaft ist. 

[0009] In den letzten Jahren wird fur die integrierten 
Halbleiterschaltungsvorrichtungen eine schnelle Ant wort 
auf externe Schaltungsvorrichtungen gefordert. Insbeson- 
dere wird fur die synchronen integrierten Halbleiterschal- 
tungsvorrichtungen, die synchron zu einem externen Taktsi- 
gnal arbeiten, zunehmend eine hohere Frequenz verwendet; 
Im Ergebnis sind Wechselstrom-Parameterwerte wie etwa 
die Vorbereitungszeit, die Haltezeit und die Zugriffszeit des 
extemen Taktsignals und jedes Steuersignals zunehmend 
verringert worden. 

[0010] Eine solche erhohte Antwortgeschwindigkeit der 
integrierten Halbleiterschaltungsvorrichtung erfordert, daB 
die Halbleiteruntersuchungsvorrichtung ein Hochfrequenz- 
signal empfangen und bestimmen kann und daB auBerdem 
die (im folgenden als Laufzeitunterschied bezeichnete) Zeit- 
differenz des Anlegens jedes Signals an die untersuchte Vor- 
richtung genau eingestellt werden kann. 
[0011] Ein Verfahren zum Einstellen des Laufzeitunter- 
schieds besteht darin, unter Verwendung eines Oszillogra- 
phen und eines Referenzkomparators den Laufzeitunter- 
schied auf Grundlage der AnschluBstifte des IC-Sockels ein- 
zuslellen, urn die Zeitgebung an der an die Halbleiterunter- 
suchungsvorrichtung angeschlossenen und an der an die un- 
tersuchte Vorrichtung angeschlossenen Seite des IC-Sockels 
einzuslcllen. In einem weiteren Verfahren werden die An- 
schluBstifte der TC-Sockel rniteinander kurzgesch lessen, 



wobei mit der Halbleiteruntersuchungsvorrichtung die 
Laufzeitdifferenz der zwischen jedem der kurzgeschlosse- 
nen AnschluBstifte fiieBenden Signale gemessen und einge- 
stellt wird. Die Informationen iiber das Ergebnis der Einstel- 
5 lung mit diesen Verfahren werden zur Verwendung bei der 
Halbleiteruntersuchung in der Halbleiteruntersuchungsvor- 
richtung gespeichert. 

[0012] Wegen des Unterschieds zwischen der Umgebung 
beim Einstellen des Laufzeitunterschieds und der Umge- 

10 bung bei der Untersuchung schwankt die Genauigkeit dieser 
Laufzeitunterschied-Einstellverf ahren. Wenn sich beispiels- 
weise die Umgebungstemperatur der Halbleiteruntersu- 
chungsvorrichtung beim Einstellen des Laufzeitunter- 
schieds von der bei der Untersuchung unterscheidet, 

15 schwanken die KenngrdBen der Schaltungsanordnung in der 
Halbleiteruntersuchungsvorrichtung wie etwa einer Taktge- 
neratorschaltung . 

[0013] Eine GegenmaBnahme gegen diese umgebungsbe- 
dingte Genauigkeitsschwankung besteht in der Verwendung 

20 eines Kuhlmechanismus, der um die Hauptschaltungsanord- 
nung in der Halbleiteruntersuchungsvorrichtung wie etwa 
um die Taktgeneratorschaltung eine Flussigkeit umwalzt, 
die auf einer geeignet konstanten Temperatur gehalten wird. 
Dies verhindert einen Temper aturanstieg aufgrund der Wir- 

25 kungen der Umgebungstemperatur der Halbleiteruntersu- 
chungsvorrichtung und aufgrund der durch die Hauptschal- 
tungsanordnung selbst in der Halbleiteruntersuchungsvor- 
richtung erzeugten Wanne und ermoglicht dadurch eine ge- 
naue Untersuchung mit der Halbleiteruntersuchungsvorrich- 

30 tung. 

[0014] Allerdings verkomplizieren die obenerwahnten 
Laufzeitunterschied-Einstellverf ahren die Schaltungskon- 
struktion der Halbleiteruntersuchungs vorrichtung, was zu 
erhohten Kosten der Halbleiteruntersuchungsvorrichtung 
35 fiihrt. 

[0015] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, 
eine Halbleiteruntersuchungsvorrichtung zu schaffen, die 
die Verzogerungsdifferenz zwischen mehreren von einer 
Halbleiteruntersuchungsvorrichtung ausgegebenen Signa- 

40 len leicht unterdriicken kann. 

[0016] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB gelost durch 
ein Halbleiteruntersuchungssystem nach Anspruch 1 oder 5 
bzw. durch ein Halbleiteruntersuchungs verfahren nach An- 
spruch 6, 11 oder 12. Weiterbildungen der Erfindung sind in 

45 den abhangigen Anspriichen angegeben. 

[0017] GemaB einem Aspekt der Erfindung enthalt ein 
Halbleiteruntersuchungssystem zur Untersuchung einer in- 
tegrierten Halbleiterschaltungsvorrichtung eine Halbleiter- 
untersuchungs vorrichtung; eine Sockelplatine, auf der die 

50 integrierte Halbleiterschaltungsvorrichtung zur Untersu- 
chung angebracht werden kann; und eine Hilfsuntersu- 
chungsvorrichtung, die auf der Sockelplatine angebracht ist. 
Die Hilfsuntersuchungsvorrichtung enthalt eine Empfangs- 
schaltung, die mehrere Schreibsignale von der Halbleiterun- 

55 tersuchungs vorrichtung empfangt, eine Zeitgebungs-Ein- 
stellschaltung, die die Zeitgebung der mehreren Schreibsi- 
gnale einstellt, eine Ausgangsschaltung, die die durch die 
Zeitgeb ungs-Eins tells chaltung eingestellten Schreibsignale 
an die integrierte Halbleiterschaltungs vorrichtung ausgibt, 

60 und einen Eingabe/Ausgabe-AnschluB (E/A-AnschluB), der 
die Schreibsignale empfangt und ausgibt. 
[0018] Somit kann die Zeitgebungseinstellung der 
Schreibsignale in der Hilfsuntersuchungsvorrichtung durch- 
gefuhrt werden. Dies ermoglicht die Unterdruckung der Ver- 

65 zogerungsdifferenz zwischen den an die integrierte Halblei- 
terschaltungs vorrichtung angelegten Schreibsignalen. 
[0019] Vorzugsweisc enthalt die Hilfsuntersuchungsvor- 
richtung ferncr eine Best.iinrnungsschalt.ung, die bestirnrnt, 
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ob ein als Antwort auf jedes Schreibsignal von der integrier- 
ten Halbleiterschaltungsvorrichtung ausgegebenes Signal 
ein vorgeschriebenes Signal ist. 

[0020] Somit kann die Bestimmung vorgenommen wer- 
den, bevor die Veredgerungsdifferenz zwischen den von der 5 
integrierten Halbleiterschaltungsvorrichtung ausgegebenen 
Signalen erzeugt wird, wodurch die Halbleiteruntersu- 
chungsgenauigkeit verbessert wird. 

[0021] Vorzugsweise ist die Hilfsuntersuchungsvorrich- 
tung in einer weiteren integrierten Halbleiterschaltungsvor- 10 
richtung mit der gleichen Spezifikation wie die integrierte 
Halbleiterschaltungsvorrichtung enthalten. 
[0022] Dies ermoglicht die Verwendung der integrierten 
Halbleiterschaltungsvorrichtung als Hilfsuntersuchungsvor- 
richtung zur Untersuchung einer integrierten Halbleiter- 15 
schaltungsvorrichtung eines neuen Standards. Dies beseitigt 
die Notwendigkeit der Herstellung einer zusatzlichen Hilfs- 
untersuchungsvorrichtung entsprechend einer Anderung des 
Standards der integrierten Halbleiterschaltungsvorrichtung. 
[0023] Vorzugsweise enthalt das Halbleiteruntersu- 20 
chungssystem ferner einen IC-Sockel (Sockel fur integrierte 
Schaltungen). Die Hilfsuntersuchungsvorrichtung ist in dem 
IC-Sockel enthalten. Der IC-Sockel enthalt eine Feder, die 
eine elektrische Verbindung zwischen dem E/A-AnschluB 
der Hilfsuntersuchungsvorrichtung und einem entsprechen- 25 
den E/A-AnschluB der integrierten Halbleiteruntersu- 
chungsvorrichtung ermoglicht. Die integrierte Halbleiter- 
schaltungsvorrichtung wird iiber den IC-Sockel mit der Sok- 
kelplatine verbunden. 

[0024] Dies erleichtert das Ersetzen der integrierten Halb- 30 
leiterschaltungsvorrichtung. AuBerdem erleichtert dies das 
Ersetzen der Hilfsuntersuchungsvorrichtung im Fall eines 
Fehlers. 

[0025] GemaB einem weiteren Aspekt der Erfindung ent- 
halt ein Halbleiteruntersuchungs system zur Untersuchung 35 
einer " integrierten Halbleiterschaltungsvorrichtung: eine 
Halbleiteruntersuchungsvorrichtung; eine Sockelplatine, 
auf der die integrierte Halbleiterschaltungsvorrichtung zur 
Untersuchung angebracht werden kann; und eine Hilfsunter- 
suchungsvorrichtung, die auf der Sockelplatine angebracht 40 
ist. Die Hilfsuntersuchungsvorrichtung enthalt eine Muster- 
erzeugungsschaltung, die mehrere Schreibsignale erzeugt, 
eine Bestimmungsschaltung, die bestimmt, ob ein als Ant- 
wort auf jedes Schreibsignal von der integrierten Halbleiter- 
schaltungsvorrichtung ausgegebenes Signal ein vorge- 45 
schriebenes Signal ist, und eine Eingabe/Ausgabe-Schal- 
tung (E/A-Schaltung), die die Schreibsignale an die inte- 
grierte Halbleiterschaltungsvorrichtung ausgibt, das Be- 
"stimmungsergebnis der Bestimmungsschaltung an die Halb- 
leiteruntersuchungs vorrichtung ausgibt und die von der inte- 50 
grierten Halbleiterschaltungsvorrichtung ausgegebenen Si- 
gnale empfangt. 

[0026] Somit gibt die Hilfsuntersuchungsvorrichtung die 
Schreibsignale aus und bestimmt sie die Antwort der inte- 
grierten Halbleiterschaltungs vorrichtung. Dadurch, daB die 55 
Hilfsuntersuchungsvorrichtung in der Nahe der integrierten 
Halbleiterschaltungsvorrichtung angebracht ist, kann die 
Verzogerungsdifferenz zwischen den Schreibsignalen unter- 
driickt werden. Da die Hilfsuntersuchungsvorrichtung die 
Antwort der integrierten Halb leiterschaltungsvorrichtung 60 
bestimmt, wird auBerdem die Halbleiteruntersuchungsge- 
nauigkeit verbessert. 

[0027] GemaB einem nochmals weiteren Aspekt der Erfin- 
dung unifaBt ein Halb lei teruntersuchungsverfahren zur Un- 
tersuchung einer integrierten Halbleiterschaltungs vorrich- 65 
tung unter Verwendung eines Halbleiteruntersuchungssy- 
stems, das eine Halbleiterunlersuchungsvorrichtung und 
cine Hilfsunlersuchungsvomchtung enthalt, die folgcnden 



Schritte: Anbringen der Hilfsuntersuchungsvorrichtung und 
der integrierten Halbleiterschaltungsvorrichtung auf einer 
gleichen Sockelplatine; Ausgeben mehrerer Schreibsignale 
von der Halbleiteruntersuchungsvorrichtung an die Hilfsun- 
tersuchungsvorrichtung; Einstellen der Zeitgebung der meh- 
reren Schreibsignale durch die Hilfsuntersuchungsvorrich- 
tung; und Empfangen der eingestellten Signale durch die in- 
tegrierte Halbleiterschaltungsvorrichtung. 
[0028] Somit kann die Zeitgebungseinstellung der 
Schreibsignale in der Hilfsuntersuchungsvorrichtung durch- 
gefiihrt werden. Dies ermoglicht die Unterdriickung der Ver- 
zogerungsdifferenz zwischen den an die integrierte Halblei- 
terschaltungsvorrichtung angelegten Schreibsignalen. 
[0029] Vorzugsweise umfafit das Halbleiteruntersu- 
chungsverfahren ferner die weiteren Schritte: Ausgeben ei- 
nes Signals von der integrierten Halbleiterschaltungsvor- 
richtung als Antwort auf jedes Schreibsignal; Empfangen 
des Signals von der integrierten Halbleiterschaltungsvor- 
richtung durch die Hilfsuntersuchungsvorrichtung; und Be- 
stimmen, ob das von der integrierten Halbleiterschaltungs- 
vorrichtung ausgegebene Signal ein vorgeschriebenes Si- 
gnal ist, durch die Hilfsuntersuchungsvorrichtung. 
[0030] Somit kann die Bestimmung vor Erzeugen der Ver- 
zogerungsdifferenz zwischen den von der integrierten Halb- 
leiterschaltungsvorrichtung ausgegebenen Signalen vorge- 
nommen werden, wodurch die Halbleiteruntersuchungsge- 
nauigkeit verbessert wird. 

[0031] Vorzugsweise umfafit der Schritt des Anbringens 
der Hilfsuntersuchungsvorrichtung und der integrierten 
Halbleiterschaltungsvorrichtung auf der gleichen Sockelpla- 
tine die folgenden Schritte: (a) Anbringen der Hilfsuntersu- 
chungsvorrichtung auf einer Seite der Sockelplatine, und (b) 
Anbringen der integrierten Halbleiterschaltungsvorrichtung 
auf der anderen Seite der Sockelplatine. In den Schritten (a) 
und (b) wird der E/A-AnschluB der Hilfsuntersuchungsvor- 
richtung iiber Durchgangsbohrungen mit dem entsprechen- 
den E/A-AnschluB der integrierten Halbleiterschaltungsvor- 
richtung verbunden. 

[0032] Somit konnen die auf der Sockelplatine erforderli- 
chen Verdrahtungen minimiert werden, was eine Unterdruk- 
kung der aus der Verdrahtungslange resultierenden Signal- 
verzogerungsdifferenz ermoglicht. 

[0033] Vorzugsweise umfaBt der Schritt des Anbringens 
der Hilfsuntersuchungsvorrichtung und der integrierten 
Halbleiterschaltungsvorrichtung auf der gleichen Sockelpla- 
tine die folgenden Schritte: Verbinden der Hilfsuntersu- 
chungsvorrichtung mit der Sockelplatine iiber einen IC-Sok- 
kel, und Verbinden der integrierten Halb leiterschaltungsvor- 
richtung mit der Sockelplatine iiber einen IC-Sockel. 
[0034] Dies erleichtert. das Ersetzen der Hilfsuntersu- 
chungsvorrichtung oder der integrierten Halbleiterschal- 
tungsvorrichtu ng . 

[0035] Vorzugsweise umfaBt der Schritt des Anbringens 
der Hilfsuntersuchungsvorrichtung und der integrierten 
Halbleiterschaltungs vorrich tung auf der gleichen Sockelpla- 
tine den Schritt (c) des Verbindens der integrierten Halblei- 
terschaltungsvorrichtung mit der Sockelplatine iiber einen 
IC-Sockel, der die Hilfsuntersuchungsvorrichtung enthalt. 
In dem Schritt (c) wird der E/A-AnschluB der integrierten 
Halbleiterschaltungsvorrichtung mit den entsprechenden 
E/A-AnschluB der in dem IC-Sockel enthaltenen Hilfsunter- 
suchungsvorrichtung verbunden. 

[0036] Dies erleichtert. das Ersetzen der integrierten Halb- 
leiterschaltungsvorrichtung. AuBerdem erleichtert dies das 
Ersetzen der Hilfsuntersuchungsvorrichtung im Fall eines 
Fehlers. 

[0037] GemaB einem nochmals weiteren Aspekt der Erfin- 
dung unifaBl ein Halbleiteruntersuchungsverfahren zur Un- 
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tersuchung einer integrierten Halbleiterschaltungsvorrich- 
tung unter Verwendung eines Halbleiteruntersuchungssy- 
stems, das eine Halbleiteruntersuchungsvorrichtung und 
eine Hilfsuntersuchungsvorrichtung enthalt, die folgenden 
• Schritte: Ausgeben eines Testmusters von der Hilfsuntersu- 5 
chungsvonichtung an die integrierte Halbleiterschaltungs- 
vorrichtung; Ausgeben eines Signals von der integrierten 
Halbleiterschaltungsvorrichtung als Antwort auf jedes 
Schreibsignal; Empfangen des Signals von der integrierten 
Halbleiterschaltungsvorrichtung durch die Hilfsuntersu- 10 
chungs vorrichtung; Bestimmen, ob das von der integrierten 
Halbleiterschaltungsvorrichtung ausgegebene Signal ein 
vorgeschriebenes Signal ist, durch die Hilfsuntersuchungs- 
vorrichtung; und Senden des Bestimmungsergebnisses von 
der Hilfsuntersuchungsvorrichtung an die Halbleiterunter- 15 
suchungsvorrichtung . 

[0038] Somit gibt die Hilfsuntersuchungsvorrichtung die 
Schreibsignale aus und bestimmt sie die Antwort der inte- 
grierten Halbleiterschaltungsvorrichtung. Durch Anbringen 
der Hilfsuntersuchungsvorrichtung in der Nahe der inte- 20 
grierten Halbleiterschaltungsvorrichtung kann die Verzoge- 
rungsdifferenz zwischen den Schreibsignalen unterdriickt 
werden. AuBerdem wird die Halbleiteruntersuchungsgenau- 
igkeit verbessert, da die Hilfsuntersuchungsvorrichtung die 
Antwort der integrierten Halbleiterschaltungsvorrichtung 25 
bestimmt. 

[0039] GemaB einem weiteren Aspekt der Erfindung urn- 
faBt ein Halbleiteruntersuchungsverfahren zur Untersu- 
chung einer integrierten Halbleiterschaltungsvorrichtung 
unter Verwendung einer Halbleiteruntersuchungsvorrich- 30 
tung die folgenden Schritte: (d) Anbringen der zu untersu- 
chenden integrierten Halbleiterschaltungsvorrichtung auf 
einer Seite einer Schaltungsplatine der Halbleiteruntersu- 
chungs vorrichtung; (e) Anbringen einer weiteren integrier- 
ten Halbleiterschaltungsvorrichtung auf der anderen Seite 35 
der Sockelplatine, wobei die weitere integrierte Halbleiter- 
schaltungsvorrichtung die gleiche Spezifikation wie die in- 
tegrierte Halbleiterschaltungsvorrichtung besitzt und als 
fehlerfrei bestimmt worden ist; (f) Ausgeben mehrerer 
Schreibsignale von der Halbleiteruntersuchungsvorrichtung 40 
an die integrierten Halbleiterschaltungsvorrichtungen; und 
(g) Empfangen eines durch die integrierte Halbleiterschal- 
tungs vorrichtung flieBenden Stromversorgungsstroms als 
Antwort auf die Schreibsignale durch die Halbleiteruntersu- 
chungsvorrichtung. 45 
[0040] Dadurch, daB die integrierte Halbleiterschaltungs- 
vorrichtung, die bei der Un tersuchung als fehlerfrei be- 
stimmt wurde, als Referenzprobe verwendet wird, kann eine 
genaue Untersuchung auf vereinfachte Weise durchgefuhrt 
werden. 50 
[0041] Vorzugsweise umfassen die Schritte (d) und (e) 
den Schritt des Verbindens der integrierten Halbleiterschal- 
tungsvorrichtungen mit der Sockelplatine iiber IC-Sockel. 
[0042] Dies erleichtert das Ersetzen der integrierten Halb- 
leiterschaltungs vorrichtung. 55 
[0043] GemaB der Erfindung ist. die Hilfsuntersuchungs- 
vorrichtung in der Nahe der zu untersuchenden Vorrichtung 
angebracht, wobei die Zeitgebungseinstellung der Schreib- 
signale in der Hilfsuntersuchungsvorrichtung durchgefuhrt 
wird. Dies erleichtert die Unterdruckung der von der Impe- 60 
danz der Koaxialkabel herruhrenden Signalverzogerungs- 
differenz. 

[0044] Ansteile der Hilfsuntersuchungsvorrichtung kann 
eine fehlerfreie untersuchte Vorrichtung als Referenzprobe 
verwendet werden. Auch in diesem Fall kann die Signalver- 65 
zogerungsdifferenz leichl unterdriickt werden. 
[0045] Weitere Merkmale und ZweckmaBigkeiten der Er- 
findung ergeben sich aus der Beschreibung von Ausfuh- 



rungsform der Erfindung anhand der Figuren. Von den Figu- 
ren zeigen: 

[0046] Fig. 1A einen Zeitablaufplan der von einer Halb- 
leiteruntersuchungsvorrichtung an eine integrierte Halblei- 
terschaltungsvorrichtung angelegten Schreibsignale; 
[0047] Fig. IB einen Zeitablaufplan der an eine integrierte 
Halbleiterschaltungsvorrichtung mit hoherer Frequenz an- 
gelegten Schreibsignale; 

[0048] Fig. 2A einen Zeitablaufplan der von einer inte- 
grierten Halbleiterschaltungsvorrichtung an eine Halbleiter- 
untersuchungsvorrich tung ausgegebenen Lesesignale; 
[0049] Fig. 2B einen Zeitablaufplan der von einer inte- 
grierten Halbleiterschaltungsvorrichtung mit hoherer Fre- 
quenz ausgegebenen Lesesignale; 

[0050] Fig. 3 einen Blockschaltplan der schematischen 
Konstruktion eines Halbleiteruntersuchungssy stems gemafi 
einer ersten Ausflihrung sform der Erfindung ; 
[0051] Fig. 4 einen Blockschaltplan der inneren Kon- 
struktion eines Hauptkorpers 10 einer Halbleiteruntersu- 
chungsvorrichtung 1 in Fig. 3; 

[0052] Fig. 5 einen Schaltplan der Konstruktion einer 
Hilfsuntersuchungsvorrichtung 200 in Fig. 3; 
[0053] Fig. 6A einen Zeitablaufplan der an die Hilfsunter- 
suchungsvorrichtung angelegten Schreibsignale; 
[0054] Fig. 6B einen Zeitablaufplan der von der Hilfsun- 
tersuchungsvorrichtung ausgegebenen Schreibsignale; 
[0055] Fig. 7 einen Blockschaltplan der schematischen 
Konstruktion eines Halbleiteruntersuchungssystems gemaB 
einer zweiten Ausfuhrungsform der Erfindung; 
[0056] Fig. 8 einen Zeitablaufplan der Schreibsignale bei 
der Untersuchung einer Vorrichtung unter Verwendung des 
Halbleiteruntersuchungssystems 150; 

[0057] Fig. 9 ein schematisches Diagramm eines Verfah- 
rens zum Anbringen einer Hilfsuntersuchungsvorrichtung 
und einer zu untersuchenden Vorrichtung auf einem Sockel 
gemaB einer dritten Ausfuhrungsform der Erfindung; 
[0058] Fig. 10 ein schematisches Diagramm eines weite- 
ren Verfahrens zum Befestigen einer Hilfsuntersuchungs- 
vorrichtung und einer untersuchten Vorrichtung auf einem 
Sockel gemaB einer dritten Ausfuhrungsform der Erfindung; 
[0059] Fig. 11 ein schematisches Diagramm des Zustands, 
in dem die zu untersuchende Vorrichtung 50 und die Hilfs- 
untersuchungsvorrichtung 200 auf der Sockelplatine 30 an- 
gebracht sind; 

[0060] Fig. 12 ein schematisches Diagramm der Kon- 
struktion einer auf der gleichen Sockelplatine wie eine un- 
tersuchte Vorrichtung angebrachten Hilfsuntersuchungsvor- 
richtung in einem Halbleiteruntersuchungssy stem gemaB ei- 
ner vierten Ausfuhrungsform der Erfindung; 
[0061] Fig. 13 einen Blockschaltplan der Konstruktion ei- 
ner integrierten Halbleiterschaltungsvorrichtung mit einer 
Hilfsuntersuchungsschaltung gemaB einer funften Ausfuh- 
rungsform der Erfindung; 

[0062] Fig. *14 ein schematisches Diagramm der Kon- 
struktion eines Halbleiteruntersuchungssystems 170 gemaB 
einer sechsten Ausfuhrungsform der Erfindung; 
[0063] Fig. 15A ein Beispiel eines Zeitablaufplans der 
Beziehung zwischen einem Lesesignal einer untersuchten 
Vorrichtung 50, einem Lesesignal einer Referenzprobe 45 
und einem Stromversorgungsstrom wahrend der Untersu- 
chung durch das Halbleiteruntersuchungssy stem 170; 
[0064] Fig. 15B ein weiteres Beispiel des Zeitablaufplans 
der Beziehung zwischen einem Lesesignal einer untersuch- 
ten Vorrichtung 50, einem Lesesignal einer Referenzprobe 
45 und einem Stromversorgungsstrom wahrend der Unter- 
suchung durch das Halbleiteruntersuchungssystem 170; und 
[0065] Fig. 16 den bereits erwahnten Blockschaltplan der 
schematischen Konstruktion einer Hatbleileruntersuchungs- 



DE 102 14 

7 

vorrichtung. 

[0066] Im folgenden werden mit Bezug auf die beigefugte 
Zeichnung Ausfuhrungsformen der Erfindung ausfuhrlich 
beschrieben. Es wird angemerkt, daB die gleichen oder ein- 
ander entsprechende Teile in den gesamten Figuren mit den 5 
gleichen Bezugszeichen bezeichnet sind, wobei ihre aus- 
fuhrliche Beschreibung nicht wiederholt wird. 

Erste Ausfuhrungsform 

10 

[0067] Die Fig. 1A und IB zeigen verringerte Wechsel- 
strom-Parameterwerte in einer synchronen integrierten 
Halbleiterschaltungsvorrichtung mit hoherer Frequenz. Ge- 
nauer sind die Fig. 1A und IB Zeitablaufplane der Schreib- 
signale, die von einer Halbleiteruntersuchungsvorrichtung 15 
an eine integrierte Halbleiterschaltungsvorrichtung gesendet 
werden. 

[0068] Wenn die Frequenz der integrierten Halbleiter- 
schaltungsvorrichtung erhoht wird, steigt mit Bezug auf die 
Fig. 1 A und IB auch die Frequenz des Referenzsignals CLK 20 
der Halbleiteruntersuchungs vorrichtung. ImErgebnis andert 
sich der Zeitablaufplan der Schreibsignale <|>A1, <(>B1 von 
Fig. 1A auf Fig. IB. Die Vorbereitungszeit und die Haltezeit 
der Daten, die innerhalb der Testrate bestimmt werden miis- 
sen, werden verringert. 25 
[0069] Somit miissen die von der Halbleiteruntersu- 
chungsvorrichtung angelegten Schreibsignale an den Einga- 
be/Ausgabe-AnschluBstiften (E/A-AnschluBstiften) der in- 
tegrierten Halb lei terschaltungs vorrichtung genau in Phase 
zueinander gebracht werden. Beispielsweise muB die Halb- 30 
leiteruntersuchungsvorrichtung im Fall der integrierten 
Halbleiterschaltungsvorrichtung gemaB dem Produktions- 
standard mit einer Vorbereitungszeit von mehreren hundert 
Pikosekunden oder weniger zur genauen Untersuchung we- 
nigstens eine Laufzeitunterschiedgenauigkeit von mehreren 35 
zehn Pikosekunden besitzen. 

[0070] Die Fig. 2A und 2B zeigen verringerte Wechsel- 
strorn-Parameterwerte in einer synchronen integrierten 
Halbleiterschaltungsvorrichtung mit hoherer Frequenz. Ge- 
nauer sind die Fig. 2A und 2B Zeitablaufplane der Lesesi- 40 
gnale, die von der integrierten Halbleiterschaltungsvorrich- 
rung an die Halbleiteruntersuchungs vorrichtung gesendet 
werden. 

[0071] Bei Verringerung der Testrate andert sich der Zeit- 
ablaufplan der Lesesignale <f)A2, (|)B2 mit Bezug auf die Fig. 45 
2A und 2B von Fig. 2A auf Fig. 2B. Dementsprechend wer- 
den die Ausgangshaltezeit und die Zugriffszeit der von der 
integrierten Halbleiterschaltungsvorrichtung ausgegebenen 
Daten ebenfalls verringert. 

[0072] Im Ergebnis ist fur die von der integrierten Halblei- 50 
terschaltungsvorrichtung ausgegebenen Lesesignale eben- 
falls eine hohe Laufzeitunterschiedgenauigkeit erforderlich. 
[0073] Fig. 3 ist ein Blockschaltplan der schematischen 
Konstruktion eines Halbleiteruntersuchungssystems gemaB 
der ersten Ausfuhrungsform der Erfindung. 55 
[0074] Mit Bezug auf Fig. 3 enthalt das Halb lei teruntersu- 
chungssystem 100 eine Halbleiteruntersuchungsvorrichtung 
1, eine Sockelplatine 30 und eine Hilfsuntersuchungs vor- 
richtung 200. Die Halbleiteruntersuchungsvorrichtung 1 
enthalt einen Hauptkorper 10 und eine Universalplatine 20. 60 
Es wird angemerkt, daB der Hauptkorper 10 und die Univer- 
salplatine 20 iiber die Verbinder 70 mi tein ander verbunden 
sind. 

[0075] Die Hilfsuntersuchungsvorrichtung 200 isl auf der 
gleichen Sockelplatine 30 wie die (im folgenden als unter- 65 
suchte Vorrichtung 50 bezeichnet.e) zu untersuchende Vor- 
richtung 50 angcbracht. Die E/A-AnschluBstifte 51 der un- 
tersuchten Vorrichlung 50 sind mil den enlsprechendon E/A- 
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Anschlufistiften 201 der Hilfsuntersuchungsvorrichtung 200 
verbunden. Es wird angemerkt, daB die Sockelplatine 30 
und die Universalplatine 20 iiber die Koaxialkabel 60 mit- 
einander verbunden sind. 

[0076] Fig. 4 ist ein Blockschaltplan der inneren Kon- 
struktion des Hauptkorpers 10 der Halbleiteruntersuchungs- 
vorrichtung 1 in Fig. 3. 

[0077] Wie in Fig. 4 gezeigt ist, enthalt der Hauptkorper 
10 einen Testerprozessor 101, einen Mustergenerator 102, 
einen Taktgenerator 103, einen Adressenverwurfler 104, ei- 
nen Datenverwurfler 105, eine Datenauswahleinrichtung 
106, einen Fehlerspeicher 107, eine Vorrichtungsstromver- 
sorgung 108, eine angelegte Spannung 109, einen Formatie- 
rer 110, eine AnschluBstiftelektronik 111, eine Komparator- 
logik 112, eine Bestimmungsspannung 113 und eine Gleich- 
strom-MeBeinheit 114. 

[0078] Der Testerprozessor 101 ist ein ausschliefilich fur 
die Halbleiteruntersuchungsvorrichtung entwickelter Com- 
puter, der allgemein den Hauptkorper 10 steuert. Es wird an- 
gemerkt, daB der Testerprozessor 101 das Bestimmungsend- 
ergebnis der untersuchten Vorrichtung 50 speichert. 
[0079] Der Taktgenerator 103 gibt ein Ref erenzsignal RT0 
der Halbleiteruntersuchungsvorrichtung aus. Das Referenz- 
signal KT0 bestimmt die Zykluszeit der Halbleiteruntersu- 
chung. Der Taktgenerator 103 gibt gleichzeitig mit dem Re- 
f erenzsignal RT0 ein Freigabesignal an die untenbeschrie- 
bene Komparatorlogik 112 aus. 

[0080] Der Mustergenerator 102 gibt synchron zu dem 
von dem Taktgenerator 103 ausgegebenen Referenzsignal 
RT0 voreingestellte Programrnierdaten aus. Die Ausgangs- 
daten werden iiber den Adressenverwurfler 104, den Daten- 
verwurfler 105 und die Datenauswahleinrichtung 106 an den 
Formatierer 110 und an die Komparatorlogik 112 angelegt. 
Im folgenden werden die auf diese Weise an die Kompara- 
torlogik ausgegebenen Programrnierdaten somit als Muster 
erwarteter Werte bezeichnet. 

[0081] Der Adressenverwurfler 104 setzt die Adressenin- 
formationen in den auf diese Weise von dem Mustergenera- 
tor 102 ausgegebenen Programrnierdaten gemaB der Zellen- 
anordnung in der untersuchten Vorrichtung 50 in Adressen- 
informationen um. 

[0082] Der Datenverwurfler 105 setzt die Dateninforma- 
tionen in den auf diese Weise von dem Mustergenerator 102 
ausgegebenen Programrnierdaten, d. h. die Informationen, 
die die Impulse bestimmen, gemaB der Zellenanordnung der 
untersuchten Vorrichtung 50 in Dateninformationen um. 
[0083] Die Datenauswahleinrichtung 106 empfangt die 
von dem Mustergenerator 102 ausgegebenen Programrnier- 
daten, die von dem Adressenverwurfler 104 ausgegebenen 
Adresseninformationen und die von dem Datenverwurfler 
105 ausgegebenen Dateninformationen und bestimmt dieje- 
nige Adresse der integrierten Halblei terschaltungs vorrich- 
tung, der die Daten zugeordnet werden sollen. 
[0084] Der Formatierer 110 empfangt das von der Daten- 
auswahleinrichtung 106 ausgegebene Signal und das von 
dem Taktgenerator 103 ausgegebene Referenzsignal RT0 
und gibt ein Referenzsignal CLK und ein Schreibsignal aus. 
[0085] Die AnschluBstiftelektronik 111 enthalt einen Trei- 
ber 120 zur Ausgabe des Referenzsignals CLK und des 
Schreibsignals und einen Komparator 121 zum Empfang ei- 
nes Lesesignals von der untersuchten Vorrichtung 50. 
[0086] Die angelegte Spannung 109 ist mit dem Treiber 
120 in der AnschluBstiftelektronik 111 verbunden. Der Trei- 
ber 120 empfangt die angelegte Spannung und verstarkt das 
von dem Formatierer 11 0 empfangene Schreibsignal auf den 
gemaB der angelegten Spannung eingeslcllten Spannungs- 
pegel. 

[0087] Die Bestimmungsspannung 113 ist mit dem Kom- 
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parator 121 in der AnschluBstiftelektronik 111 verbunden. 
Der Komparator 121 empfangt die Bestimrnungsspannung 
und bestimmt, ob das Lesesignal von der untersuchten Vor- 
richtung 50 hoher als die gemaB der Bestimrnungsspannung 
eingestellte H-Pegelspannung oder defer als die gemafi der 5 
Bestimrnungsspannung eingestellte L-Pegelspannung ist. Es 
wird angemerkt, daB die Zeitgebung f Or den Vergleich durch 
das Freigabesignal von dem Taktgenerator 103 bestimmt 
wird. 

[0088] Die Vorrichtungsstromversorgung 108 ist eine 10 
Spannungsquelle mit einer groBen Strombelastbarkeit, die 
eine Spannung gemaB dem Programm einstellen kann. Die 
Vorrichtungsstromversorgung 108 wird als Stromversor- 
gung fiir die untersuchte Vorrichtung 50 verwendet. 
[0089] Die Kornparatorlogik 112 vergleicht das von dem 15 
Mustergenerator 102 ausgegebene Muster erwarteter Werte 
mit einem von dem Komparator 121 ausgegebenen Signal 
und bestimmt, ob das von jedem E/A-AnschluBstift der un- 
tersuchten integrierten Halbleiterschaltungsvorrichtung aus- 
gegebene Lesesignal dem Muster erwarteter Werte ent- 20 
spricht. 

[0090] Die Gleichstrom-MeBeinheit 114 ist eine Schal- 
tung, die eine Kombination eines Amperemeters und einer 
Konstantspannungsquelle enthalt. Die Gleichstrom-MeB- 
einheit 114 legt eine Spannung an die integrierte Halbleiter- 25 
schaltungsvorrichtung an und miBt einen Stromwert. 
[0091] Der Fehlerspeicher 107 speichert gemaB den 
Adresseninformationen von dem Adressenverwurfler 104 
das Bestimmungsergebnis der Kornparatorlogik 112, d. h. 
das Bestimmungsergebnis iiber jeden E/A-AnschluBstift der 30 
integrierten Halbleiterschaltungsvorrichtung. 
[0092] Es wird angemerkt, daB das Bestimmungsergebnis, 
ob die untersuchte Vorrichtung 50 fehlerhaft ist, als Ergebnis 
in einer (nicht gezeigten) Speichereinheit in dem Testpro- 
zessor.101 gespeichert wird. 35 
[0093] Fig. 5 ist ein Schaltplan der Konstruktion der 
Hilfsuntersuchungs vorrichtung 200 in Fig, 3. 
[0094] Mit Bezug auf Fig. 5 enthalt die Hilfsuntersu- 
chungs vorrichtung 200 eine E/A-AnschluBstiftgruppe 201, 
die Pufferschaltungen BF1 bis BF12, die Flipflops FF1, FF2 40 
und die Komparatoren CP1, CP2. 

[0095] Von der E/A-AnschluBstiftgruppe 201 wird ein 
Eingabe/Ausgabe-Schaltsignal (E/A-Schaltsignal) SW1 an 
die Flipflops FF1, FF2 und an die Komparatoren CP1, CP2 
angelegt. Wenn von der Halbleiteruntersuchungsvorrich- 45 
tung 1 ein Schreibsignal an die Hilfsuntersuchungsvorrich- 
tung 200 angelegt wird, arbeiten die Flipflops FF1, FF2 ge- 
maB dem E/A-Schaltsignai SW1. Gleichzeitig sind die 
Komparatoren CP1, CP2 angehalten. Wenn von der unter- 
suchten Vorrichtung 50 ein Signal an die Hilfsuntersu- 50 
chungsvorrichtung 200 ausgegeben wird, arbeiten die Kom- 
paratoren CP1, CP2 gemaB dem E/A-Schaltsignal SW1. 
Gleichzeitig sind die Flipflops FF1, FF2 angehalten. 
[0096] AuBerdem wird an die Komparatoren CP1, CP2 
ein Bestimmungsergebnis-Ausgangssignal SW2 angelegt. 55 
[0097] Das Flipflop FF1 empfangt uber die Puffer BF1 
bzw. BF2 das Schreibsignal §A1 und das Referenzsignal 
CLK von der Halbleiteruntersuchungs vorrichtung 1. Das 
Ripflop FF1 gibt das Schreibsignal <f>Al synchron zu dem 
Referenzsignal CLK als Schreibsignal <|>A11 aus. Somit gibt 60 
das Flip flop FF1 das Schreibsignal 4>A11 an die untersuchte 
Vorrichtung 50 aus. 

[0098] Das Ripflop FF2 empfangt iiber die Puffer BF3 
bzw. BF4 das Schreibsignal <J>B 1 und das Referenzsignal 
CLK von der Halbleiteruntersuchungsvorrich tung 1. Das 65 
Flipflop FF2 gibt. das Schreibsignal<(>Bl synchron zu dem 
Referenzsignal CLK als Schreibsignal 4>B11 aus. Somit gibt 
das Flipflop FF2 das Schreibsignal cJ)B 1 1 an die untersuchte 
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Vorrichtung 50 aus. 

[0099] Somit arbeiten die Flipflops FF1, FF2 als Zeitge- 
bungseinstellschaltung fur die Schreibsignale <(>A1 bzw. 
<(>B1. 

[0100] Der Komparator CP1 empfangt iiber den Puffer 
BF5 das Schreibsignal $A1 und auBerdem iiber den Puffer 
BF11 das Lesesignal $A2 von der untersuchten Vorrichtung 
50. Der Komparator CP1 vergleicht zum Triggerzeitpunkt 
des iiber den Puffer BF7 empfangenen Referenzsignals 
CLK das Schreibsignal <(>A1 mit dem Lesesignal <|>A2. Wenn 
das Schreibsignal <t>Al nicht mit dem Lesesignal 4>A2 iiber- 
einstimmt, gibt der Komparator CP1 iiber den Puffer BF6 
ein Bestimmungssignal <(>D1 an die Halbleiteruntersu- 
chungsvorrichtung 1 aus. Es wird angemerkt, daB das Be- 
stimmungssignal <(>D1 als Antwort auf die Aktivierung des 
Bestimmungsergebnis-Ausgangssignals SW2 ausgegeben 
wird. 

[0101] Der Komparator CP2 empfangt iiber den Puffer 
BF8 das Schreibsignal ((>B1 und auBerdem iiber den Puffer 
BF12 das Lesesignal <(>B2 von der untersuchten Vorrichtung 
50. Der Komparator CP2 vergleicht zum Triggerzeitpunkt 
des iiber den Puffer BF10 empfangenen Referenzsignals 
CLK das Schreibsignal <j>Bl mit dem Lesesignal <(>B2. Wenn 
das Schreibsignal <(>B1 nicht mit dem Lesesignal <()B2 tiber- 
einstimmt, gibt der Komparator CP2 iiber den Puffer BF9 
ein Bestimmungssignal <|)D2 an die Halbleiteruntersu- 
chungs vorrichtung 1 aus. Es wird angemerkt, daB das Be- 
stimmungssignal <()D2 ebenso wie das Bestimmungssignal 
4>D1 als Antwort auf die Aktivierung des Bestimmungser- 
gebnis-Ausgangssignals SW2 ausgegeben wird. 
[0102] Es wird angemerkt, daB die Konstruktion der 
Hilfsuntersuchungsvorrichtung 200 zur Behandlung der 
zwei Schreibsignale in Verbindung mit Fig. 5 beschrieben 
worden ist. AUerdings enthalt die Hilfsuntersuchungsvor- 
richtung zur Behandlung zweier oder rnebrerer Schreibsi- 
gnale Ripflops und Komparatoren entsprechend der Anzahl 
der Schreibsignale. 

[0103] GemaB der Halbleiteruntersuchungs vorrichtung 1 
und der Hilfsuntersuchungsvorrichtung 200 mit dieser Kon- 
struktion ist die Hilfsuntersuchungsvorrichtung 200 auf der 
gleichen Sockelplatine 30 wie die untersuchte Vorrichtung 
50 angebracht. 

[0104] Im folgenden wird der Betrieb des Halbleiterunter- 
suchungssystems 100 beschrieben. 

[0105] Fig. 6A ist ein Zeitablaufplan der an die Hilfsun- 
tersuchungsvorrichtung 200 angelegten Schreibsignale, 
wahrend Fig. 6B ein Zeitablaufplan der von der Hilfsunter- 
suchungsvorrichtung 200 ausgegebenen Schreibsignale ist. 
[0106] Mit Bezug auf Fig. 6 A werden die Schreibsignale 
(j)Al, 4>B1 und das Referenzsignal CLK, die von der Halblei- 
teruntersuchungsvorrichtung 1 ausgegeben werden, von der 
Impedanz der Musterverdrahtungen auf der Universalpla- 
tine 20 und auf der Sockelplatine 30 und von der Impedanz 
der Koaxialkabel 60 beeinfluBt. Dementsprechend werden 
die Schreibsignale <|>A1, <|)B1 und das Referenzsignal CLK 
zu verschiedenen Zeiten an die Hilfsuntersuchungsvorrich- 
tung 200 angelegt. 

[0107] Die an die Hilfsuntersuchungsvorrichtung 200 an- 
gelegten Schreibsignale <J>A1, <j>Bl sind synchron zu dem 
Taktsignal CLK in den Flipflops FF1, FF2. Im Ergebnis sind 
die Schreibsignale $A1, <j)Bl, wenn sie von der Hilfsunter- 
suchungsvorrichtung 200 ausgegeben werden, wie in Fig. 
6B gezeigt ist, wieder synchron zu dem Referenzsignal 
CLK. Somit wird die Differenz in bezug auf die Zeitgebung 
zwischen den Schreibsignalen <t>Al,<(>Bl und dem Referenz- 
signal CLK, die an die untersuchte Vorrichtung 50 angelegt 
werden sollen, unterdriickt. 

[0108] Wenn die von der untersuchten Vorrichtung 50 aus- 
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gegebenen Lesesignale <|>A2, <(>B2 in der Komparatorlogik 
112 der Halbleiteruntersuchungsvorrichtung 1 bestimmt 
werden, werden sie durch die Impedanz der Koaxialkabel 
-60, die die untersuchte Vorrichtung 50 mit der Halbleiterun- 
tersuchungsvorrichtung 1 verbinden, und durch die Impe- 5 
danz der Musterverdrahtungen beeinfluBt. Dies kann mogli- 
cherweise die genaue Bestimmung der Halbleiteruntersu- 
chungsvorrichtung 1 behindern. Dementsprechend be- 
stimmt die Hilfsuntersuchungsvorrichtung 200 die Lesesi- 
gnale <)>A2, <{>B2 in den Komparatoren CP1, CP2, wobei sie 10 
das Bestimmungsergebnis an die Halbleiteruntersuchungs- 
vorrichtung 1 ausgibt. Dies ermoglicht ein genaueres Unter- 
suchungsergebnis iiber die untersuchte Vorrichtung 50. 
[0109] Somit erleichtert die Bereitstellung der Hilfsunter- 
suchungsvorrichtung auf der gleichen Sockelplatine wie die 15 
untersuchte Vorrichtung die genaue Zeitgebungseinstellung 
der Schreibsignale. 

Zweite Ausfuhrungsform 

20 

[0110] In der ersten Ausfuhrungsform wird die Zeitge- 
bung der Schreibsignale in der Hilfsuntersuchungsvorrich- 
tung 200 eingestellt. 

[0111] Zur genaueren Einstellung der Zeitgebung der 
Schreibsignale ist/es aber wiinschenswert, daB die Schreib- 25 
signale von der Hilfsuntersuchungsvorrichtung selbst er- 
zeugt werden. 

[0112] Fig. 7 ist ein Blockschaltplan der schematischen 
Konfiguration eines Halbleiteruntersuchungssys terns gemaB 
der zweiten Ausfuhrungsform der Erfindung. 30 
[0113] Mit Bezug auf Fig, 7 sind in dem Halbleiterunter- 
suchungssystem 150 der zweiten Ausfuhrungsform die 
Halbleiteruntersuchungsvorrichtung 1 und die Hilfsuntersu- 
chungsvorrichtung 200 des Halbleiteruntersuchungssystems 
100 durch eine Halbleiteruntersuchungsvorrichtung 2 und 35 
eine Hilfsuntersuchungsvorrichtung 300 ersetzt. 
[0114] Die Hilfsuntersuchungsvorrichtung 300 ist wie die 
Hilfsuntersuchungsvorrichtung 200 des Halbleiteruntersu- 
chungssystems 100 in Fig. 3 auf der gleichen Sockelplatine 
30 wie die untersuchte Vorrichtung 50 angebracht. 40 
[0115] Die Hilfsuntersuchungsvorrichtung 300 enthalt ei- 
nen Taktgenerator 103, einen Formatierer 110, eine An- 
schluBstiftelektronik 111 und einen Komparator 112. 
[0116] Da jede Blockschaltung die gleiche Funktion wie 
die entsprechende Blockschaltung in Fig. 4 besitzt, wird 45 
ihre Beschreibung nicht wiederholt. 

[0117] Die Halbleiteruntersuchungsvorrichtung 2 enthalt 
einen Testerprozessor 101, einen Mustergenerator 102, ei- 
nen Adressenverwiirfler 104, einen Datenverwurfler 105, 
eine Datenauswahleinrichtung 106, einen Fehlerspeicher 50 
107, eine Vorrichtungsstromversorgung 108, eine angelegte 
Spannung 109, eine Bestimmungsspannung 113 und eine 
Gleichstrom-MeBeinheit 114. 

[0118] Da jede Blockschaltung die gleiche Funktion wie 
die entsprechende Blockschaltung in Fig. 4 besitzt, wird 55 
ihre Beschreibung nicht wiederholt. 

[0119] Obgleich dies in der Figur nicht gezeigt ist, enthalt 
die Halbleiteruntersuchungs vorrichtung 2 wie die Halblei- 
teruntersuchungs vorrichtung 1 aus Fig. 3 eine Universalpla- 
line 20 und die Koaxialkabel 60. Die Halbleiteruntersu- 60 
chungsvorrichtung 2 und die Hilfsuntersuchungsvorrich- 
tung 300 sind wie in Fig. 3 iiber die Verbinder 70, die Uni- 
versalplatine 20, die Koaxialkabel 60 und die Sockelplatine 
30 miteinander verb un den. 

[0120] Fig. 8 ist ein Zeitablaufplan der Schreibsignale im 65 
Fall der Untersuchung der Vorrichtung 50 unter Verwen- 
dung des Halbleileruntersuchungssystems 150. 
1 0121] Mit. Bezug auf Fig. 8 werden in der Hilfsuntersu- 
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chungsvorrichtung 30 die Schreibsignale <(>A1, <{>Bl und ein 
Referenzsignal CLK erzeugt. 

[0122] Somit braucht die Zeitgebung der Schreibsignale 
<>A1, <J>B1 und des Referenzsignals CLK nicht eingestellt zu 
werden. Die Differenz der Zeitgebung wird selbst dann un- 
terdriickt, wenn die Hilfsuntersuchungsvorrichtung 300 die 
Schreibsignale <f>Al, <(>B1 und das Referenzsignal CLK an 
die untersuchte Vorrichtung 50 ausgibt. IrnErgebnis werden 
die Schreibsignale <(>A1 , <|>B1 mit der gleichen Zeitgebung an 
die untersuchte Vorrichtung 50 ausgegeben. 
[0123] Die Hilfsuntersuchungsvorrichtung 300 enthalt 
den Komparator 112. Somit konnen die von der untersuch- 
ten Vorrichtung 50 ausgegebenen Lesesignale <(>A2, (j)B2 in- 
nerhalb der Hilfsuntersuchungsvorrichtung 300 bestimmt 
werden. Dies ermoglicht eine genauere Bestimmung des 
Untersuchungsergebnisses durch die Halbleiteruntersu- 
chungs vorrichtung 150. 

[0124] In der Halbleiteruntersuchungsvorrichtung 150 der 
zweiten Ausfuhrungsform werden die Erzeugung der 
Schreibsignale und die Bestimmung der Lesesignale inner- 
halb der Hilfsuntersuchungsvorrichtung 300 durchgefuhrt, 
was die Struktur der Halbleiteruntersuchungs vorrichtung im 
Vergleich zu dem Halbleiteruntersuchungssystem 100 der 
ersten Ausfuhrungsform vereinfacht. Mit anderen Worten, 
in dem Halbleiteruntersuchungssystem 150 braucht die 
Struktur zum Erzeugen der Schreibsignale wie etwa ein 
Taktgenerator und ein Formatierer in der Haibleiteruntersu- 
chungsvorrichtung nicht vorgesehen zu sein. Der Kompara- 
tor zum Bestimmen der Lesesignale ist ebenfalls nicht erfor- 
derlich. 

[0125] . Es ist klar, daB die Vorrichtung 50 auch unter Ver- 
wendung der Halbleiteruntersuchungsvorrichtung 1 und der 
Hilfsuntersuchungsvorrichtung 300 untersucht werden 
kann. In diesem Fall arbeiten der Taktgenerator 103, der 
Formatierer 110 und der Komparator 112 in der Halbleiter- 
untersuchungs vorrichtung 1 nicht. 

[0126] Alternativ kann die Hilfsuntersuchungsvorrich- 
tung samtliche Blockschaltungen bis auf das Stromversor- 
gungssystem in der Halbleiteruntersuchungsvorrichtung 1 
enthalten. 

Dritte Ausfuhrungsform 

[0127] In der ersten und zweiten Ausfuhrungsform sind 
die untersuchte Vorrichtung und die Hilfsuntersuchungsvor- 
richtung auf der gleichen. Seite der gleichen Sockelplatine 
angebracht. Dies erfordert aber, dafl die E/A-AnschluBstifte 
der untersuchten Vorrichtung iiber die Musterverdrahtungen 
mit den E/A-AnschluBstiften der Hilfsuntersuchungsvor- 
richtung zu verbinden sind. Dementsprechend wird die Zeit- 
gebung der Schreibsignale und der Lesesignale durch die 
Impedanz der Musterverdrahtungen beeinfluBt, was die Ver- 
zogerungsdifferenz zwischen mehreren Schreibsignalen 
oder zwischen mehreren Lesesignalen erzeugt. Zur Unter- 
driickung der Verzogerungsdifferenz zwischen den Signalen 
wegen der Musterverdrahtungslange ist es wunschenswer- 
ter, die untersuchte Vorrichtung und die Hilfsuntersuchungs- 
vorrichtung naher beieinander anzubringen. 
[0128] Fig. 9 ist ein schematisches Diagrarnm eines Ver- 
fahrens zum Anbringen der Hilfsuntersuchungsvorrichtung 
und der untersuchten Vorrichtung auf der Sockelplatine ge- 
maB der dritten Ausfuhrungsform der Erfindung. 
[0129] Mit Bezug auf Fig. 9 sind die untersuchte Vorrich- 
tung 50 und die Hilfsuntersuchungsvorrichtung 200 beide 
mit einem TSOP (Thin-Small-Outline-Package) oder mit ei- 
nem QFP (Quad-Flat-Package) verschlossen. Die E/A-An- 
schiuBstifte 51 der untersuchten Vorrichtung 50 sind mit 
dem gleichen AnschluBstiftabstand wie die E/A-AnschluB- 
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stifte 201 der Hilfsuntersuchungsvorrichtung 200 angeord- 
net. 

[0130] Die untersuchte Vorrichtung 50 wird auf einer 
Seite der Sockelplatine 30 angebracht. Die Hilfsuntersu- 
chungsvorrichtung 200 wird auf der anderen Seite der Sok- 
kelplatine 30 angebracht. Die E/A-AnschluB stifte 51 der un- 
tersuchten Vorrichtung 50 werden iiber die Durchgangsboh- 
rungen 33 in der Sockelplatine 30 eineindeutig mit den ent- 
sprechenden E/A-AnschluBstiften 201 der Hilfsuntersu- 
chungsvorrichtung 200 verbunden. Diejenigen E/A-An- 
schluflstifte 201 der Hilfsuntersuchungsvorrichtung 200, die 
den E/A-AnschluBstiften 51 der untersuchten Vorrichtung 
51 entsprechen, die nicht eingestellt zu werden brauchen, 
werden iiber ein Kabel 60, iiber Koaxialsignalbohrungen 42 
und iiber Koaxial-GND-Bohrungen 41 mit der Halbleiterun- 
tersuchungsvorrichtung 1 verbunden. 

[0131] Eine solche Verbindung zwischen der untersuchten 
Vorrichtung 50 und der Hilfsuntersuchungsvorrichtung 200 
erfordert keine Musterverdrahtung zum Verbinden der E/A- 
AnschluB stifte 51 der untersuchten Vorrichtung 50 mit den 
E/A-AnschluBstiften 201 der Hilfsuntersuchungsvorrich- 
tung 200. Dementsprechend gibt es zwischen den Signalen 
lediglich eine vernachlassigbare Verzogerungsdifferenz, die 
sich aus der Impedanz der. Verdrahtungen zwischen den 
E/A-AnschluB stiffen 51 der untersuchten Vorrichtung 50 
und den E/A-AnschluBstiften 201 der Hilfsuntersuchungs- 
vorrichtung 200 ergibt. Dies ermoglicht eine genauere Un- 
tersuchung. 

[0132] Fig. 10 ist ein schematisches Diagramm eines wei- 
teren Verfahrens zum Anbringen der Hilfsuntersuchungs- 
vorrichtung und der untersuchten Vorrichtung auf der Sok- 
kelplatine gemaB der dritten Ausfiihrungsform der Erfin- 
dung. 

[0133] Mit Bezug auf Fig. 10 sind die untersuchte Vor- 
richtung 50 und die Hilfsuntersuchungsvorrichtung 200 
beide mit einem BGA-Gehause (B all-Grid- Array-Gehause) 
oder mit einem CSP (Chip-Size-Package) verschlossen. Die 
Lotkugelanordnung der untersuchten Vorrichtung 50 ist da- 
bei die gleiche wie die der Hilfsuntersuchungsvorrichtung 
200. 

[0134] Die untersuchte Vorrichtung 50 wird auf einer 
Seite der Sockelplatine 30 angebracht. Die Hilfsuntersu- 
chungsvorrichtung 200 wird auf der anderen Seite der Sok- 
kelplatine 30 angebracht. Die Lotkugeln der untersuchten 
Vorrichtung 50 werden iiber die Durchgangsbohrungen 33 
in der Sockelplatine 30 eineindeutig mit den entsprechenden 
Lotkugeln der Hilfsuntersuchungsvorrichtung 200 verbun- 
den. Diejenigen Lotkugeln der Hilfsuntersuchungsvorrich- 
tung 200, die den Lotkugeln der untersuchten Vorrichtung 
51 entsprechen, die nicht eingestellt zu werden brauchen, 
werden iiber ein Koaxialkabel 60, iiber die Koaxialsignal- 
bohrungen 42 und iiber die Koaxial-GND-Bohrungen 41 
mit der Halbleiteruntersuchungs vorrichtung 1 verbunden. 
[0135] Somit kann durch weitgehendstes Verringem der 
Verdrahtungsmusterlange die Signal verzogerungsdifferenz 
wegen der Verdrahtungslange selbst dann unterdriickt wer- 
den, wenn die untersuchte Vorrichtung und die Hilfsuntersu- 
chungsvorrichtung beide mit einem BGA-Gehause oder mit 
einem CSP verschlossen sind. 

[0136] Es wird angemerkt, daB es zum Erleichtem des Er- 
setzens der untersuchten Vorrichtung 50 und der Hilfsunter- 
suchungsvorrichtung 200 wiinschenswerter ist, daB die un- 
tersuchte Vorrichtung 50 und die Hilfsuntersuchungsvor- 
richtung 200 von der Sockelplatine abnehmbar sind. 
[0137] Fig. 11 ist cin schematisches Diagramm des Zu- 
stands, in dem die untersuchte Vorrichtung 50 und dia Hilfs- 
untersuchungsvorrichtung 200 auf der Sockelplatine 30 an- 
gebracht sind. 



[0138] Mit Bezug auf Fig. 11 ist die untersuchte Vorrich- 
tung 50 iiber einen IC-Sockel 61 mit der Sockelpiatine 30 
verbunden. Der IC-Sockel 61 enthalt mehrere Leitungen 62, 
die entsprechend der Lotkugelanordnung der untersuchten 

5 Vorrichtung 50 angeordnet sind. Die Leitungen 62 verbin- 
den die AnschluBstiftbuchsen 31 der Sockelplatine 30 mit 
den Lotkugeln der untersuchten Vorrichtung 50. Es wird an- 
gemerkt, daB die Leitungen 62 eine Feder enthalten, so daB 
die untersuchte Vorrichtung 50 von der Sockelplatine 30 ab- 

10 nehmbar ist. Dies erleichtert das Ersetzen der untersuchten 
Vorrichtung 50. 

[0139] Ahnlich ist die Hilfsuntersuchungsvorrichtung 200 
iiber einen IC-Sockel 63 mit der Sockelplatine 30 verbun- 
den. Dementsprechend kann die Hilfsuntersuchungsvorrich- 

15 tung 200 selbst im Fall eines Fehlers leicht ersetzt werden. 
[0140] Obgleich das obenbeschriebene Halbleiteruntersu- 
chungssystem der dritten Ausfiihrungsform die Halbleiter- 
untersuchungsvorrichtung 1 und die Hilfsuntersuchungsvor- 
richtung 200 verwendet, kbnnen die Halbleiteruntersu- 

20 chungsvorrichtung 2 und die Hilfsuntersuchungsvorrich- 
tung 300 verwendet werden. Altemativ konnen die Halblei- 
teruntersuchungsvorrichtung 1 und die Hilfsuntersuchungs- 
vorrichtung 300 verwendet werden. 
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Vierte Ausfiihrungsform 



[0141] Fig. 12 ist ein schematisches Diagramm der Konfi- 
guration einer Hilfsuntersuchungsvorrichtung, die in einem 
Halbleiteruntersuchungssystem gemaB der vierten Ausfuh- 

30 rungsform der Erfindung auf der gleichen Sockelplatine wie 
die untersuchte Vorrichtung angebracht ist. 
[0142] Mit Bezug auf Fig. 12 ist die untersuchte Vorrich- 
tung 50 iiber einen IC-Sockel 65 mit der Sockelplatine 30 
verbunden. Der IC-Sockel 65 enthalt eine Hilfsuntersu- 

35 chungsvorrichtung 200 und mehrere Leitungen 66. Die Lei- 
tungen 66 umfassen jeweils eine Feder 67 und einen unteren 
AnschluB 68. Der untere AnschluB 68 ist mit der Feder 67 
verbunden. Jeder untere AnschluB 68 ist mit dem entspre- 
chenden E/A-AnschluBstift 201 der Hilfsuntersuchungsvor- 

40 rich tung 200 verbunden, wobei seine Spitze aus dem Sok- 
kelkorper vorsteht und in eine entsprechende AnschluBstift- 
buchse 31 der Sockelplatine 30 eingesetzt ist. Ein Ende der 
Feder 67 ist in dem Sockelkorper mit dem unteren An- 
schluBstift 68 verbunden, wahrend das andere Ende aus dem 

45 Sockelkorper vorsteht. Mit den E/A-AnschluBstiften 51 der 
untersuchten Vorrichtung 50, die auf die Federn 67 der Lei- 
tungen 66 driicken, verbinden die Fedem 67 die E/A-An- 
schluBstifte 51 der untersuchten Vorrichtung 50 zuverlassig 
gegen die Druckkraft mit der Sockelplatine 30. Da die Lei- 

50 tungen 66 jeweils mit den E/A-AnschluBstiften 201 der 
Hilfsuntersuchungsvorrichtung 200 verbunden sind, sind 
die E/A-AnschluBstifte 51 der untersuchten Vorrichtung 50 
mit den entsprechenden E/A-AnschluBstiften 201 der Hilfs- 
untersuchungsvorrichtung 200 verbunden. 

55 [0143] Die Verwendung eines solchen IC-Sockels 65 er- 
leichtert das Ersetzen der untersuchten Vorrichtung 50. Au- 
Berdem kann der IC-Sockel 65, der die Hilfsuntersuchungs- 
vorrichtung 200 enthalt, ersetzt werden, falls die Hilfsunter- 
suchungsvorrichtung 200 ausfailt. Dies erleichtert ebenfails 

60 das Ersetzen der Hilfsuntersuchungsvorrichtung 200. 

[0144] Es wird angemerkt, daB in dem IC-Sockel 65 an- 
stelle der Hilfsuntersuchungsvorrichtung 200 die Hilfsun- 
tersuchungsvorrichtung 300 enthalten sein kann. 

65 Fiinfte Ausfiihrungsform 

[0145] Die in der ersten bis dritten Ausfuhrungsfonu be- 
schriebenen Hilfsunlersuchungsvorrichtungen 200 oder 300 
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konnen als Spezialschaltungsvorrichtung verwendet wer- 
den. Allerdings kann die Hilfsuntersuchungsvorrichtung al- 
ternativ als Testbetriebsartschaltung oder TEG-Schaltung 
(Testelementgruppen-Schaltung) in einer integrierten Halb- 
leiterschaltungsvorrichtung vorgesehen sein, was zu einem 5 
Produkt fuhrt, das mit dem gleichen Gehause wie die inte- 
grierte Halbleiterschaltung verschlossen ist. 
[0146] Fig. 13 ist ein Blockschaltplan der Konfiguration 
einer integrierten Halbleiterschaltungsvorrichtung mit einer 
Hilfsuntersuchungsvorrichtung gemaB der fiinften Ausfuh- 10 
rungsform der Erfindung. 

[0147] Mit Bezug auf Fig. 1 3 enthalt die integrierte Halb- 
leiterschaltungsvorrichtung 52 einen Eingabe/Ausgabe-Puf- 
fer (E/A-PufTer) 53, die Speicheranordnungsbanke A bis D, 
die jeweils mehrere in einer Matrix angeordnet Speicherzel- 15 
len enthalten, einen TaktpufFer 57, einen Steuersignalpuffer 
58, eine Steuerschaltung 55 und eine Testbetriebsartschal- 
tung 400. 

[0148] Ein Adressenpuffer 56 erzeugt anhand eines exter- 
nen Adressensignals AO bis Am-1 (m ganzzahlig) und eines 20 
internen Bankadressensignals int.BAO, int.BAl ein Zeilen- 
adressensignal und ein Spaltenadressensignal zur Ausgabe 
an die Steuerschaltung 55. 

[0149] Der Taktpuffer 57 erzeugt anhand eines externen 
Taktsignals ext. CLK und eines Taktaktivierungssignals 25 
CKE ein internes Taktsignal int.CLK zur Ausgabe an die 
Steuerschaltung 55. 

[0150] Der Steuersignalpuffer 58 erzeugt anhand eines ex- 
ternen Steuersignals /CS, /RAS, /CAS, AVE, DM ein inter- 
nes Steuersignal zur Ausgabe an die Steuerschaltung 55. 30 
[0151] Die Steuerschaltung 55 wahlt als Antwort auf die 
Signale von dem Adressenpuffer 56, von dem Taktpuffer 57 
und von dem Steuersignalpuffer 58 eine vorgeschriebene 
Betriebsart zur allgemeinen Steuerung der integrierten 
Halbleiterschaltungsvorrichtung 52 aus. 35 
[0152] Der E/A-Puffer 53 legt die empfangenen externen 
Daten DQ0 bis DQn-1 (n ganzzahlig) als Antwort auf eiri 
Steuersignal an die Speicherzelle in der ausgewahlten Spei- 
cheranordnungsbank an. AuBerdem gibt der E/A-Puffer 53 
als Antwort auf ein Steuersignal die Lesedaten von der Spei- 40 
cherzelle in der ausgewahlten Speicheranordnungsbank 
nach au!3en. 

[0153] Eine Auswahlschaltung 54 bestimmt, ob die inte- 
grierte Halbleiterschaltungsvorrichtung 52 in der Normalbe- 
triebsart oder in der Testbetriebsart verwendet wird. Es wird 45 
angemerkt, daB die Normalbetriebsart eine Betriebsart ist, in 
der die integrierte Halbleiterschaltungsvorrichtung 52 als in- 
tegrierte Halbleiterschaltungsvorrichtung verwendet wird, 
wahrend die Testbetriebsart. eine Betriebsart. ist, in der die 
integrierte Halbleiterschaltungsvorrichtung 52 als Hilfsun- 50 
tersuchungsvorrichtung verwendet wird. 
[0154] Die Testbetriebsart-Schaltung. 400 arbeitet, wenn 
die integrierte Halbleiterschaltungsvorrichtung 52 als Hilfs- 
untersuchungsvorrichtung verwendet wird. Die Testbe- 
triebsart-Schaltung 400 kann die gleiche Konstruktion wie 55 
die Hilfsuntersuchungsvorrichtung 200 in Fig. 5 oder die 
gleiche Konstruktion wie die Hilfsuntersuchungsvorrich- 
tung 300 in Fig. 7 haben. 

[0155] Im folgenden wird der Betrieb der integrierten 
Halbleiterschaltungsvorrichtung 52 mit der obenbeschriebe- 60 
nen Schaltungskonstruktion beschrieben. 
[0156] Falls die integrierte Halbleiterschaltungsvorrich- 
tung 52 als integrierte Halbleiterschaltungsvorrichtung ar- 
beitet, sperrt die Auswahlschaltung 54 die Funktion der 
Testbetriebsart-Schaltung 400. Dernentsprechend arbeitet 65 
die integrierte Halbleitcrschaltungsvorrichtung 52 auf die 
gleiche Weise wie die normale integrierte Halbleiterschal- 
lungsvorrichtung 50. 
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[0157] Falls die integrierte Halbleiterschaltung svorrich- 
tung 52 als Hilfsuntersuchungsvorrichtung arbeitet, sperrt 
die Auswahlschaltung 54 die Funktion als integrierte Halb- 
leiterschaltungsvorrichtung, wobei die Testbetriebsart- 
Schaltung 400 betrieben wird. 

[0158] Durch Ersetzen der Hilfsuntersuchungsvorrich- 
tung 200 in dem Halbleiteruntersuchungssystem aus Fig. 3 
gegen die integrierte Halbleiterschaltungsvorrichtung 52 ar- 
beitet die integrierte Halbleiterschaltungsvorrichtung 52 als 
Hilfsuntersuchungsvorrichtung. Dernentsprechend kann die 
integrierte Halbleiterschaltungs vorrichtung 50 unter Ver- 
wendung der Halbleiteruntersuchungsvorrichtung 1 und der 
integrierten Halbleiterschaltungsvorrichtung 52 untersucht 
werden. 

[0159] Ahnlich arbeitet durch Ersetzen der Hilfsuntersu- 
chungsvorrichtung 300 aus Fig. 7 gegen die integrierte 
Halbleiterschaltungsvorrichtung 52 die integrierte Halblei- 
terschaltungsvorrichtung 52 als Hilfsuntersuchungsvorrich- 
tung. 

[0160] Wie oben beschrieben wurde, ist dier Testbetriebs- 
art-Schaltung, die als Hilfsuntersuchungsvorrichtung arbei- 
tet, in der funften Ausfuhrungsform im voraus in der herge- 
stellten integrierten Halbleiterschaltungsvorrichtung enthal- 
ten. Dies ermoglicht, eine von mehreren hergestellten inte- 
grierten Halbleiterschaltungsvorrichtungen auch dann noch 
als Hilfsuntersuchungsvorrichtung zu verwenden, wenn der 
Standard der integrierten Halbleiterschaltungsvorrichtungen 
geandert wird. Dadurch entfallt die Notwendigkeit, jedes- 
mal, wenn der Standard der integrierten Halbleiterschal- 
tungsvorrichtungen geandert wird, eine weitere Hilfsunter- 
suchungsvorrichtung mit dem gleichen AnschluBstiftab- 
stand wie die integrierte Halbleiterschaltungsvorrichtung 
herzustellen. 

Sechste Ausfuhrungsform 

[0161] Fig. 14 ist ein schematisches Diagramm der Kon- 
struktion eines Halbleiteruntersuchungssystems 170 gemaB 
der sechsten Ausfuhrungsform der Erfindung. 
[0162] Mit Bezug auf Fig. 14 enthalt das Halbleiterunter- 
suchungssystem 170 eine Halbleiteruntersuchungsvorrich- 
tung 1, eine Referenzprobe 45 und eine Sockelplatine 30. 
Die Referenzprobe 45 ist. eine integrierte Halbleiterschal- 
tungsvorrichtung mit der gleichen Spezifikation wie die un- 
tersuchte Vorrichtung 50, die durch Untersuchung als fehler- 
frei bestimmt worden ist. 

[0163] Die untersuchte Vorrichtung 50 ist auf einer Seite 
der Sockelplatine 30 angebracht. Die Referenzprobe 45 ist 
auf der anderen Seite der Sockelplatine 30 angebracht. Die 
E/A-AnschluBstifte der untersuchten Vorrichtung 50 sind 
uber die Durchgangsbohrungen 33 in der Sockelplatine 30 
eineindeutig und erforderlichenfalls iiber (nicht gezeigte) re- 
sistive Elemente mit den entsprechenden E/A-AnschluB stif- 
fen der Referenzprobe 45 verbunden. 

[0164] Da die Schaltungskonstruktion ansonsten die glei- 
che wie in Fig. 3 ist, wird ihre Beschreibung nicht wieder- 
holt. 

[0165] Die Halbleiteruntersuchungsvorrichtung gibt hier 
ein Schreibsignal aus. Die untersuchte Vorrichtung 50 gibt 
als Antwort auf das Schreibsignal ein Lesesignal <|>C1 aus. 
Die Referenzprobe 45 gibt als Antwort auf das Schreibsi- 
gnal ein Lesesignal (J)C2 aus. 

[0166] Es wird nun der Betrieb des Halbleiteruntersu- 
chungssystems 170 mit dieser Konstruktion beschrieben. 
[0167] Die Fig. 15A und 15B sind Zeitabiaufplane der Be- 
ziehung zwischen einem Lesesignal der untersuchten Vor- 
richtung 50, einem Lesesignal der Referenzprobe 45 und ei- 
nem St.romversorgungsstrom wahrend der Untersuchung 
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durch das Halbleiteruntersuchungssystem 170. 
[0168] Mit Bezug auf Fig. 15 A wird ein Schreibsignal 
vom Hauptkorper 10 der Halbleiteruntersuchungsvorrich- 
tung 1 synchron an die untersuchte Vorrichtung 50 und an 
die Referenzprobe 45 angelegt. Die untersuchte Vorrichtung 5 
50 gibt als Antwort auf das Schreibsignal ein Lesesignal 
<(>C1 aus. Ahnlich gibt die Referenzprobe 45 als Antwort auf 
das Schreibsignal ein Lesesignal <j>C2 aus. Falls die Lesesi- 
gnale fyCl und <j>C2 um die Zeitdauer At phasenverschoben 
sind, ist das Lesesignal <(>C2 zum Zeitpunkt tl auf dem H- 10 
Pegel, wahrend das Lesesignal 0C1 auf dem L-Pegel ist. So- 
mit flieBt ein Stromversorgungsstrom Idd von der Referenz- 
probe 45 zur untersuchten Vorrichtung 50. Ahnlich ist mit 
Bezug auf Fig. 15B das Lesesignal. 4>C2 wahrend der Zeit- 
dauer vom Zeitpunkt t2 bis zum Zeitpunkt t3 auf dem H-Pe- 15 
gel, wahrend das Lesesignal <t>Cl auf dem L-Pegel ist. Dem- 
entsprechend flieBt wahrend dieser Zeitdauer ein Stromver- 
sorgungsstrom Idd von der Referenzprobe 45 zur untersuch- 
ten Vorrichtung 50. 

[0169] In der Halbleiteruntersuchungsvorrichtung 1 miBt 20 
eine Gleichstrom-MeBeinheit 114 in dem Hauptkorper 10 
einen als Antwort auf das Schreibsignal flieBenden Strom- 
versorgungsstrom llddl, wobei der Testerprozessor 101 ei- 
nen Durchschnittswert des Stromversorgungsstroms llddl 
berechnet. r 25 

[0170] Anhand des auf diese Weise berechneten Durch- 
schnittswerts des Stromversorgungsstroms llddl wird be- 
stimmt, ob die untersuchte Vorrichtung 50 fehlerhaft ist. 
[0171] Die Verwendung der integrierten Halbleiterschal- 
tungsvorrichtung mit der gleichen Spezifikation wie die un- 30 
tersuchte Vorrichtung, die bei der Untersuchung als Refe- 
renzprobe als fehlerfrei bestimmt worden ist, beseitigt die 
Notwendigkeit der in der ersten bis funften Ausfuhrungs- 
form beschriebenen Hilfsuntersuchungs vorrichtung. Dem- 
entsprechend kann eine genaue Untersuchung auf verein- 35 
fachte Weise durchgefuhrt werden. 

[0172] Obgleich die Erfindung ausfuhrlich beschrieben 
und gezeigt worden ist, client dies selbstverstandlich ledig- 
lich der Erlauterung und als Beispiel und soli nicht als Be- 
schrankung verstanden werden, wobei der Erfindungsge- 40 
danke und der Umfang der Erfindung lediglich durch die 
beigefugten Anspriiche beschrankt ist. 

Patentanspriiche 

45 

1. Halbleiteruntersuchungssystem (100) zur Untersu- 
chung einer integrierten Halbleiterschaltungsvorrich- 
tung (50), mit: 

einer Halbleiteruntersuchungs vorrichtung (1); 
einer Sockelplatine (30), auf der die integrierte Halb- 50 
leiterschaltungsvorrichtung (50) zur Untersuchung an- 
gebracht werden kann; und 

einer Hilfsuntersuchungsvorrichtung (200), die auf der 
Sockelplatine (30) angebracht ist und enthalt: 
eine Empfangsschaltung (FF1, FF2), die mehrere 55 
Schreibsignale von der Halbleiteruntersuchungsvor- 
richtung (1) empfangt, 

eine Zeitgebungs-Einstellschaltung (FF1, FF2), die die 
Zeitgebung der mehreren Schreibsignale einstellt, 
eine Ausgangsschaltung (FF1, FF2), die die durch die 60 
Zeitgebungs-Einstellschaltung (FF1, FF2) eingestell- 
ten Schreibsignale an die integrierte Halbleiterschal- 
tungsvorrichtung (50) ausgibt, und 
Eingabe/Ausgabe-Anschlusse (E/A-Anschliisse) 
(201), die die Schreibsignale ernpfangen und ausgeben. 65 

2. Halbleiteruntersuchungssystem nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Hilfsuntersuchungs- 
vorrichtung (200) eine Bestiminungsschallung (CP1, 
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CP2) enthalt, die bestimmt, ob ein als Antwort auf je- 
des Schreibsignal von der integrierten Halbleiterschal- 
tungsvorrichtung (50) ausgegebenes Signal ein vorge- 
schriebenes Signal ist. 

3. Halbleiteruntersuchungssystem nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB die Hilfsuntersu- 
chungsvorrichtung (200) in einer weiteren integrierten 
Halbleiterschaltungsvorrichtung (52) mit der gleichen 
Spezifikation wie die integrierte Halbleiterschaltungs- 
vorrichtung (50) enthalten ist. 

4. Halbleiteruntersuchungssystem nach Anspruch 1 
oder 2, gekennzeichnet durch einen IC-Sockel (Sockel 
fur integrierte Schaltungen) (65), wobei 
die Hilfsuntersuchungsvorrichtung (200) in dem IC- 
Sockel (65) enthalten ist, 

der IC-Sockel (65) eine Feder (67) enthalt, die eine 
elektrische Verbindung zwischen dem E/A-AnschluB 
(201) der Hilfsuntersuchungsvorrichtung (200) und 
den entsprechenden E/A-Anschliissen (51) der inte- 
grierten Halbleiterschaltungsvorrichtung (50) ermog- 
licht, wobei die integrierte Halbleiterschaltungsvor- 
richtung (50) iiber den IC-Sockel (65) mit der Sockel- 
platine (30) verbunden ist. 

5. Halbleiteruntersuchungssystem (150) zur Untersu- 
chung einer integrierten Halbleiterschaltungsvorrich- 
tung (50), mit: 

einer Halbleiteruntersuchungsvorrichtung (2); 
einer Sockelplatine (30), auf der die integrierte Halb- 
leiterschaltungsvorrichtung (50) ziir Untersuchung an- 
gebracht werden kann; und 

einer Hilfsuntersuchungsvorrichtung (300), die auf der 
Sockelplatine (30) angebracht ist und enthalt: 
eine Mustererzeugungsschaltung (110), die mehrere 
Schreibsignale erzeugt, 

eine Bestimmungsschaltung (112), die bestimmt, ob 
ein als Antwort auf jedes Schreibsignal von der inte- 
grierten Halbleiterschaltungs vorrichtung (50) ausgege- 
benes Signal ein vorgeschriebenes Signal ist, und 
eine Eingabe/Ausgabe-Schaltung (E/A-Schaltung) 
(111), die die Schreibsignale an die integrierte Halblei- 
terschaltungsvorrichtung (50) ausgibt, das Bestim- 
mungsergebnis der Bestimmungsschaltung an die 
Halbleiteruntersuchungsvorrichtung (1) ausgibt und 
die von der integrierten Halbleiterschaltungsvorrich- 
tung (50) ausgegebenen Signale empfangt. 

6. Halbleiteruntersuchungsverfahren zur Untersu- 
chung einer integrierten Halbleiterschaltungsvorrich- 
tung (50) unter Verwendung eines Halbleiteruntersu- 
chungssy stems (100), das eine Halbleiteruntersu- 
chungsvorrichtung (1) und. eine Hilfsuntersuchungs- 
vorrichtung (200) enthalt, mit den folgenden Schritten: 
Anbringen der Hilfsuntersuchungsvorrichtung (200) 
und der integrierten Halbleiterschaltungsvorrichtung 
(50) auf einer gleichen Sockelplatine (30); 
Ausgeben mehrerer Schreibsignale von der Halbleiter- 
untersuchungsvorrichtung (1) an die Hilfsuntersu- 
chungsvorrichtung (200); 

Einstellen der Zeitgebung der mehreren Schreibsignale 
durch die Hilfsuntersuchungsvorrichtung (200); und 
Ernpfangen der eingestellten Signale durch die inte- 
grierte Halb leiterschaltungsvorrichtung (50). 

7. Halbleiteruntersuchungsverfahren nach Anspruch 
6, gekennzeichnet durch die weiteren Schritte: 
Ausgeben eines Signals von der integrierten Halbleiter- 
schaltungsvorrichtung (50) als Antwort auf jedes 
Schreibsignal; 

Ernpfangen des Signals von der integrierten Halbleiter- 
schaltungs vorrichtung (50) durch die Hilfsuntersu- 
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chung svorrichtung (200); und 

Bestinimen, ob das von der integrierten Halbleiter- 
schaltung svorrichtung (50) ausgegebene Signal ein 
vorgeschriebenes Signal ist, durch die Hilfsuntersu- 
chungsvorrichtung (200). 5 

8. Halbleiteruntersuchungsverfahren nach Anspruch 6 
oder 7, dadurch gekennzeichnet, daB der Schritt des 
Anbringens der Hilfsuntersuchungsvorrichtung (200) 
und der integrierten Halbleiterschaltungsvorrichtung 
(50) auf der gleichen Sockelplatine (30) die folgenden 10 
Schritte umfaBt: 

(a) Anbringen der Hilfsuntersuchungsvorrich- 
tung (200) auf einer Seite der Sockelplatine (30), 
und 

(b) Anbringen der integrierten Haibleiterschal- 15 
tungsvorrichtung (50) auf der anderen Seite der 
Sockelplatine (30), wobei 

die E/A-Anschlusse (201) der Hilfsuntersu- 
chungsvorrichtung (200) in den Schritten (a) und 
(b) uber Durchgangsbohrungen (33) mit den ent- 20 
sprechenden E/A-Anschlussen (51) der integrier- 
ten Halbleiterschaltungsvorrichtung (50) verbuh- 
den werden. 

9. Halbleiteruntersuchungsverfahren nach Anspruch 

8, dadurch gekennzeichnet, daB der Schritt des Anbriri- 25 
gens der Hilfsuntersuchungsvorrichtung (200) und der 
integrierten Halbleiterschaltungs vorrichtung (50) auf 
der gleichen Sockelplatine (30) die folgenden Schritte 
umfaBt: 

Verbinden der Hilfsuntersuchungsvorrichtung (200) 30 
mit der Sockelplatine (30) uber einen IC-Sockel (63), 
und 

Verbinden der integrierten Halbleiterschaltungsvor- 
richtung (50) mit der Sockelplatine (30) uber einen IC- 
Sockel (61). 35 

10. Halbleiteruntersuchungsverfahren nach Anspruch 
6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daB der Schritt des 
Anbringens der Hilfsuntersuchungsvorrichtung (200) 
und der integrierten Halbleiterschaltungsvorrichtung 
(50) auf der gleichen Sockelplatine (30) den Schritt (c) 40 
des Verbindens der integrierten Halbleiterschaltungs- 
vorrichtung mit der Sockelplatine (30) uber einen IC- 
Sockel (65) enthalt, der die Hilfsuntersuchungsvorrich- 
tung (200) enthalt, wobei im Schritt (c) die E/A-An- 
schliisse (51) der integrierten Halbleiterschaltungsvor- 45 
richtung (50) mit den entsprechenden E/A-Anschliis- 
sen (201) der in dem IC-Sockel (65) enthaltenen Hilfs- 
untersuchungsvorrichtung (200) verbunden werden. 

11. Halbleiteruntersuchungsverfahren zur Untersu- 
chung einer integrierten Halbleiterschaltungsvorrich- 50 
tung (50) unter Verwendung eines Halbleiteruntersu- 
chungssystems (150), das eine Halbleiteruntersu- 
chungsvorrichtung (2) und eine Hilfsuntersuchungs- 
vorrichtung (300) enthalt, mit den folgenden Schritten: 
Ausgeben von Schreibsignalen von der Hilfsuntersu- 55 
chungsvorrichtung (300) an die integrierte Halbieiter- 
schaltungsvorrichtung (50); 

Ausgeben eines Signals von der integrierten Halbleiter- 
schal tungsvorrichtung (50) als Antwort auf jedes 
Schreibsignal; 60 
Empfangen des Signals von der integrierten Halbleiter- 
schaltungsvorrichtung (50) durch die Hilfsuntersu- 
chungsvorrichtung (300); 

Bestimmen, ob das von der integrierten Halbleiter- 
schal tungsvorrichtung (50) ausgegebene Signal eiri 65 
vorgeschriebenes Signal ist, durch die Hilfsuntersu- 
chungsvorrichtung (300); und 

Senden des Bestimniungscrgcbnisses von der Hilfsun- 



tersuchungsvorrichtung (300) an die Halbleiteruntersu- 
chungsvorrichtung (2). 

12. Halbleiteruntersuchungsverfahren zur Untersu- 
chung einer integrierten Halbleiterschaltungsvorrich- 
tung (50) unter Verwendung einer Halbleiteruntersu- 
chungsvorrichtung (1), mit den folgenden Schritten: 

(d) Anbringen der zu untersuchenden integrierten 
Halbleiterschaltungsvorrichtung (50) auf einer 
Seite einer Schaltungsplatihe (30) der Halbleiter- 
untersuchungsvorrichtung (1); 

(e) Anbringen einer weiteren integrierten Halb- 
leiterschaltungsvorrichtung (45) auf der anderen 
Seite der Sockelplatine (30), wobei die weitere in- 
tegrierte Halbleiterschaltungsvorrichtung (45) die 
gleiche Spezifikation wie die integrierte Halblei- 
terschaltungsvorrichtung (50) besitzt und als feh- 
lerfrei bestimmt worden ist; 

(f) Ausgeben mehrerer Schreibsignale von der 
Halbleiteruntersuchungsvorrichtung (1) an die in- 
tegrierten Halbleiterschaltungsvorrichtungen (50, 

. 45); und 

(g) Empfangen eines durch die integrierte Halb- 
leiterschaltungsvorrichtung (50) flieBenden 
Stromversorgungsstrorns als Antwort auf die 
Schreibsignale durch die Halbleiteruntersu- 
chungsvorrichtung (1). 

13. Halbleiteruntersuchungsverfahren nach Anspruch 
12, dadurch gekennzeichnet, daB die Schritte (d) und 
(e) den Schritt des Verbindens der integrierten Halblei : 
terschaltungsvorrichtungen (50, 45) mit der Sockelpla- 
tine (30) uber IC-Sockel umfassen. 
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